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 IoT 化を支えるヘルスケアデバイスやロボットは、加速度センサや圧力センサなどメカニカル

な刺激に応答する電子デバイスを搭載することで高機能化してきた。それらに用いられる一般的

な材料として、歪みに応じて電気抵抗が変化する半導体が挙げられ、歪みセンサを適当な構造体

上に配置することで加速度センサなどの様々なセンサを作製することができる。現在はMEMS加

工を施した無機半導体製歪みセンサが実用化されているが、より常温・常圧に近いプロセスで作

製可能な有機半導体製歪みセンサの研究も近年盛んになっている[1]。本研究では同一の塗布プロ

セスで製膜した複数の種類の有機単結晶で FET を作製し、歪みセンサとしての感度であるゲージ

ファクターを比較した。 

 厚さ 125 µmの PEN フィルム表面に Gate電極を蒸着後、ポリマー絶縁膜で被覆し、有機溶媒に

溶解した有機半導体材料を連続エッジキャスト法[2]で塗布製膜した。最後に Source/Drain 電極を

蒸着して Bottom-Gate-Top-Contact型の FET とし、歪みに応じた移動度の変化を測定した。その結

果、材料によって移動度の

変化度合いが大きく異なる

ことが明らかになった。圧

縮歪みによって移動度が上

昇する材料は以前から知ら

れていたが、移動度が大き

く減少する材料も見つかっ

たのが特筆すべき点であ

る。この負の歪み効果につ

いては、分子振動計算やバ

ンド計算を通して考察も行

った。有機半導体単結晶の

巨大ひずみ効果を利用した

センサデバイス応用につい

ても議論する。 
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Fig. 1 (a) Schematic of FET devices used to evaluate the Gauge factor, 

(b) Strain effect of resistance in three organic single crystal 

semiconductors.  
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